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Projekt ma na celu wyjasnienie mechanizméw wprowadzania dyslokacji
przechodzacych w epitaksjalnych heterostrukturach potprzewodnikow azotkowych, czyli
stopow GaN z indem i aluminium. Obecno$¢ dyslokacji przechodzacych w takich strukturach
ujemnie wplywa na uzytecznos$¢ tych materiatéw do zastosowan w opto-elektronice, poniewaz
takie defekty moga dziata¢ jako centra rekombinacji niepromienistej dziur i1 elektronow oraz
przyczynia¢ si¢ do szybszej degradacji urzadzen zbudowanych z takich materialéw. Problem
powstawania dyslokacji przechodzacych istnieje od samego poczatku technologii wytwarzania
warstw 1 struktur azotkowych. Pojawity si¢ z biegiem czasu rézne technologie epitaksjalnego
wzrostu pozwalajace na zmniejszenie ilosci dyslokacji przechodzacych do warstw aktywnych,
jednak w dalszym ciggu nie zostaly wyjasnione mechanizmy powstawania takich dyslokacji.

Jednakze niedawne przetomowe odkrycie autoréw tego wniosku, dotyczace relacji
pomiedzy btedami w utozeniu kolejnych atomowych warstw epitaksjalnych a powstawaniem
dyslokacji przechodzacych moze prowadzi¢ do wyjasnienia, jak takie dyslokacje powstaja.

Odkryty mechanizm opiera si¢ na obserwacji wystepowania reakcji pomig¢dzy
dyslokacjami cze$ciowymi ograniczajacymi bledy ulozenia w plaszczyznie bazowej sieci
wurcytu, ktore moga prowadzi¢ do powstawania petli dyslokacji przechodzacych.
Obserwujemy, ze powstanie btgdu utozenia w plaszczyznie bazowej w czasie epitaksjalnego
wzrostu warstwy, moze zwigksza¢ prawdopodobienstwo powstania kolejnego btedu utozenia,
tak aby poprzez wzajemne relacje zmniejszy¢ calkowite zaburzenie sieci krystalicznej. W
zalezno$ci od ilo$ci warstw atomowych oddzielajacych oba btedy utozenia, powstata domena
defektowa ograniczona bl¢dami utozenia moze przyjmowac rozne strukturalne konfiguracje.
Obserwujemy, ze niektore z nich mogg dziata¢ jako zrodta dyslokacji przechodzacych.

W projekcie chcemy przeanalizowac rozne konfiguracje takich domen btedéw utozenia
i sprawdzi¢ jak moga one dziala¢ jako zrodto dyslokacji przechodzacych. W tym celu bedziemy
wizualizowaé¢ defekty metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Obrazy
wysokorozdzielcze takich struktur defektowych postuza do stworzenia komputerowych
symulacji atomowych réznych konfiguracji domen defektowych. Zostang rdwniez
przeprowadzone wielkoskalowe symulacje komputerowe aby oceni¢ energie takich
konfiguracji defektowych 1 mozliwosci ich powstawania w azotkowych warstwach
epitaksjalnych. Zbadana réwniez zostanie korelacja pomigdzy mechanizmami powstawania
defektéw a warunkami epitaksjalnego wzrostu.



